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Electron transfer dynamics of AginS, quantum dots deposited on TiO, film
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[#3] o4, AR T Py NQD)Z AL Lo KB, AR L0 b EwmAtt, &1
P A ZRROFNH, LRI K D @D FTREME R E DR BIER 28D TN 5. ok
1L AgINS,(AIS) -8R QD & Ag T /K067 586 T / b+ OERIZAERSI L TWAH[L]. 2Dk
DI T R EHEEAIE L THOWIUE, Ag TR DRIET T X' v IEIC L DRSS
BIRRC A T/ KL f %I LT B~ O @R EFBEINGFTE 5. 22T, #HET /KO
REFE T D AIS-QD N HLEE{LTF ¥ o ~DE B lhmfe 2 Ha L.

[EBRFIE] 7T A MUK &2 8 L7z TiO, ~— A & Wi L, 450°CT 1 WefIlERS L C TiO, %
fERLL 72, AIS-QD % 4y & 7= AHEIABEC TiO, A 1295 L, AIS-QD % TiO, IEIZ A5 S 7.
AIS-QD D FEILIRIEE & FHFH M &R IE LT TiO, ~DE FHE) L — h &3 L7-

[RER & BRI 1 IIREEMH A 15375 60 43 £ TE X 72356 O TiO, BT L7z AlIS-QD D% ik
JEDEAZ R BRI AE LT AIS-QD O R THASL L Th 5. mFRITHE D7D 7 2
TR AE L7856 D AIS-QD OFEEIREE A4 R LT 2 I2IEREH 1 43 TIXFOLTREE X AT 7 2 Kotk
Lo UBTRETHDH. FNHMEDIKRTIL, AIS-QD DIREHIZ R S N-E T TiO, DIEHEEITB
L, FEPNFESHEEPEN L2720 L EZ LN, RIBRH OB E & b IHCRE TN L
TH T AR ETOREIZIT D2, ZHUTRERR O & & H 1T, Tio K -IZ AIS-QD 8% J&
(CREAE g - THERE L, TiO, I HEEN CEFBENIHI Sz QD AL LEZBND.

FIeHFMOPEIZ LY, RIEERFHZS 60 43 OFLEFT AIS-QD 725 TiO, ~DEFBE L — FIK
10°(Ls) & RAE®H Bz, ZOfElx CdSe-QD 725 TiO, ~DEFHE L — kL RRETHH[3]. L
LB HIRIE T 5 &, BFBEHIL— MIZOFRIE T L. ZoRRIT, ERLoR{ER R OH
IMZAE S FENIRE OHEIN & AR, TiO, I HEEILT- QD M L7z L BEZ biD.
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